
Gc Verwendung: Niederfrequenz-Transistor mit 
'22 erhöhter Spannungsfestigkeit für Um- 

gebungstemperaturen von -20°C bis 
+65°C 

Standard: TGL 200-8393 

Abmessungen: Bauform A 3/25b, 

TOL 11 811 

Masse & 0,8 g 

Zubehörteile siehe Seite 10 

Zulässige Höchstwerte 

für da = 45°C 

-Ucso = 35V -IC = 250 mA 

-UEBO = 15V -IB = 50mA 

-UCceR =33V d} = 80°C Wärmewiderstand 

beiRBE= 1k9Q Da = 65°C grd grd 
R 38 R 0,05 —— 

Kennwerte für 0a = 25°C —5 grd mS} mW ms mW 

| _ Min | Typ | Max | Meßbedingungen 

Restströme 

-Ic8o | 9w A 18 ‚1A .Ucs = 15 V 
-Ie80| | 15 pA | 50 4A | ‚Ue® = 10 V 
-Icer . | | 100 n SE 

Grenzfrequenz 

fizıe  | 12 kHz ] 1 -Uce = 2 V, 416 = 10 mA 

Gleichstromverstärkung 

| -UCE = 0,5 V, -IC = 100 mA 
Stromverstärkungsgruppen 

B 18 | 35 A 
B 29 55 B 
B 45 88 c 
B | m 139 D 

Stromverstärkungsabfall 

Bıoo 1,3 B 100 bei -Ic = 100 mA 
Baso ‘ E B 250 bei -Ic = 250 mA 

Bestellbeispiel für einen Transistor Transistor GC 122 B 
mit der Strömverstärkungsgruppe B Kühlschelle: Bestell-Nr. 5801.031-02003



Verlustleistung in Abhängigkeit von der 

Umgebungstemperatur Ja bei verschiede- 

nen Al-Kühlblechgrößen von 2 mm Stärke 

(vertikale Montage, Blech ungeschwärzt) 

1 freitragend 

2 mit Kühlschelle 

3, 4 und 5 Kühlfläche 

6 ideale Wärmeableitung 

Kollektor-Emitter-Spannung in Abhängigkeit “ — > \l 
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Mittlere Kennlinien für #a = 25 °C 
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Emitter-Basis-Reststrom als Funktion 
der Sperrschichttemperatur 
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Kollektor-Emitter-Reststrom als Funktion 
der Sperrschichttemperatur 
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Kollektor-Emitter-Restspannung als Funktion des Kollektorstrames 

und der Gehäusetemperatur 

“Uogrest * ( (9c : %5) 
3 

w 40 °C 
-20°C 
0°C 

20°C 
40°C 

f 50°C 
K 80 °C 

fg'__ 107 

35 

S 
z 

7i 7 

Z E 5 107 102 
“ (mA) —


